Posudek Skolitelky na doktoranda Ing. Martina Kopeckého

Ing. Martin Kopecky absolvoval v roce 2009 obor Teleinformatika na Fakulté elektrotechniky
a komunikacnich technologii Vysokého uceni technického v Brné. Jesté v témze roce
nastoupil k doktorskému studiu na obor Fyzikalni elektronika a nanotechnologie na Ustavu
fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikacnich technologii VUT v Brné.

V ramci své prace se Ing. Kopecky zabyval studiem transportu ndboje v tenkych vrstvach
oxidu tantalicného, jez se vyuziva jako dielektrikum v tantalovych kondenzatorech s katodou
z oxidu manganicitého nebo vodivého polymeru. Technologie vyroby oxidu tantalicného
anodickou oxidaci sebou nese ptitomnost velkého mnozstvi vakanci po kysliku, jez se projevi
jako donorové stavy v pasovém modelu Ta,Os. Vedle nastudovani teorie jednotlivych
transportnich mechanismti, jez se podileji na pfenosu naboje v nanovrstvach Ta;Os se musel
student podrobné seznamit 1 smetodikou méfeni a vyhodnocovani transportnich
charakteristik. Ing. Kopecky sestavil a plné automatizoval aparaturu pro meéfeni C-V
charakteristik a V-A charakteristik kondenzatorti v oblasti teplot 10 az 300 K, coz umoznilo
vyhodnotit ptispévek dil¢ich mechanismil k transportu naboje v Sirokém rozsahu teplot. Ve
své praci prokazal vysokou miru samostatnosti.

Hlavni piinos jeho prace spocivd v ovéfeni a zpfesnéni pasového modelu struktury
tantalového kondenzétoru, jejz lze povazovat za strukturu typu kov-isolant-polovodic
provozovanou v zavérném sméru. Vyhodnotil vliv materidlu katody na celkovou funkeci
souCastky a zejména na vySku potencidlové bariery na rozhrani isolant-polovodic.
Vyznamnym vysledkem je i zavislost vysky potencialovych barier na rozhrani anoda/isolant a
isolant/katoda na teploté v oblasti velmi nizkych teplot pod 50 K.

Po dobu denniho doktorského studia se vedle vyzkumné c¢innosti Ing. Kopecky vénoval 1
vyuce v laboratornim praktiku. Déle se spolupodilel na feSeni tif projektt GACR,
vyzkumného projektu MSMT ,Nové trendy v mikroelektronickych materidlech a
soucastkach® a byl fesitelem projektu FRVS “Modernizace laboratote s kryostatem pro
nedestruktivni testovani elektronickych soucastek”. Ve tfetim ro¢niku doktorského studia
absolvoval semestralni pobyt v ramci programu ERASMUS na université ve Svédském
Halmstadu. Je autorem nebo spoluautorem celkem 5 produkta.

Je autorem nebo spoluautorem 25 publikaci, u 8 z nich je prvnim autorem. Spolupodilel se na
2 c¢lancich v impaktovanych casopisech, 8 publikacich v databazi Scopus, 1 c¢lanku
v indexovaném c¢asopise a 14 ¢lancich na narodnich a mezinarodnich konferencich.

Ocenila bych, ze svoji praci dokoncil 1 pfesto, Ze v priubc¢hu 4 rocniku studia piesel do
kombinovaného studijniho programu, nastoupil do pracovniho procesu a zaloZil rodinu.
Zavérem lze konstatovat, Ze Ing. Martin Kopecky v pribéhu doktorského studia ziskal Siroké

znalosti v daném oboru, prokdzal schopnost samostatné védecké prace a dosahl fady
puvodnich vysledkti. Doporucuji proto, aby byla jeho disertace piijata k obhajobé.
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